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1. 서론 
 

 Wafer를 정밀하게 제작하는 과정도 

중요하지만, 완성된 Wafer의 Chip 특성 Data를 

정밀하게 측정할 수 있는 기술도 매우 

중요하다. 특히 Wafer의 전기적인 특성을 

확인하기 위해서는 완성된 Wafer를 Auto Probe 

Station에 Loading하여 온도를 설정하고 Test 

Machine을 이용하여 장시간의 Test를 진행해야 

한다. 이 과정에서 Wafer의 Chip의 전기적 

특성을 확인할 수 있으며, 동시에 불량 유무를 

확인할 수 있게 된다. Data 측정을 위해서는 

Needle Tip (Probe Card Needle의 끝 부분)을 Chip 

내에 형성되어 있는 PAD (Wafer에 Test를 할 수 

있게 만들어 놓은 금속 패턴)에 Contact하여 

전기적인 신호를 주고 받게 된다. 여기서 

설정된 온도로 인해 Probe Card의 Needle이 

변형되고 Card Holder도 변형을 일으키게 되어 

Data에 영향을 주게 된다. 지금까지 보고된 

문헌들은 주로 PAD Size 최적화나 [1] Bending 

Angle과 Contact Mark Length를 중점적으로 

분석[2,4] 하였다. 본 논문에서는 Probe Card를 

올려 놓는 Card Holder의 변형이 측정 정밀도에 

미치는 영향과 Card Holder의 재료에 따른 변형 

특성에 대해서 알아 보도록 하고, 정밀도 향상 

방안에 대해 연구할 것이다. 

 

2. 실험 장치 및 조건  
 

본 연구에서는 TEL사의 P-12XL 모델을 

이용하여 실험하였으며 Card Holder의 금속 재 

질의 변화를 주어 온도의 영향을 파악하기 

위해서 3가지 재질(Sus306, Nobinite CD-5, Invar -   

      a)                     b) 

Fig 1 a) Conceptual diagram  b) Contact Mark 
 

36)로 제작된 Card Holder Sample을 이용하여 실 

험하였고 Figure 1과 같은 Concept으로 Probe 

Card Needle로 인해 발생하는 PAD의 Contact 

Mark가 얼마나 장시간 동안 정밀하게 유지 

되는지 실험하여 분석할 것이다. 

 

3.시뮬레이션 및 실험 결과 
 

우선 온도에 따른 Probe Card Holder의 

변형율을 시뮬레이션 프로그램(ANSYS)을 통해 

확인하였다. 온도 설정은 일반적으로 많이 

사용하는 온도 대역에서 -20℃와 120℃를 

Setting 하였으며, 시뮬레이션 결과 Figure 2와 

같은 결과를 얻었다. 

Fig. 2 Probe Card deformation simulation of Sus306 
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Table 1 CTE Value of material 

시뮬레이션 실행 시 Table 1의 금속 소재별 

CTE(열팽창 계수)값 및 Card Holder 설계도, 

Size 등이 고려되었으며 -25℃값은 실측치가 

없어 추정치로 실행하였다. 시뮬레이션 결과는 

Figure 3과 같이 소재별 차이는 있었지만 

120℃일 경우 Probe Card Holder의 중앙부가 

아래로 쳐지게 되고 -20℃일 경우에는 

중앙부가 위로 올라가게 되는 것을 확인 할 수 

있었다. 

 Fig. 3 Simulation Result Data 

고온에서는 장기간 Test시 Card Holder가 

아래로 쳐지기 때문에 Contact이 되지 않는 

문제가 적지만 저온에서는 시간이 경과함에 

따라 중앙부가 상승하게 되어 시간이 흐르면   

Probe Card Needle과 PAD의 Contact이 떨어지게 

된다. 그래서 고온 보다는 저온 Test시에 

어떻게 변화하게 되는지 추이를 확인하였다 

실제 실험에서 Contact Mark가 Figure 4와 

같이 Test 시간 경과에 따라 재질 차이로 인한 

확연한 차이를 볼 수 있었다. Sus306 Type의 

Card Holder는 60분 경과 후 Contact Mark를 볼 

수 없었고 Nobinite CD-5 Type의 Card Holder는 

112분 경과 후에는 Contact Mark가 거의 찍히지 

않았다. Invar-36 Type의 Card Holder 실험에서는 

Fig. 4 Contact Mark Change With Passage of Time 

2시간이 지나도 Contact을 유지하는 것을 확인 

할 수 있었다. 

 

4. 결론 
 

장시간 Wafer Test 진행 시 Probe Card의 

Contact Mark의 정밀도를 유지하지 위해서는 

Probe Card 자체나 Contact Mark Length및 Probe 

Card Needle의 Bending Angle과 최적 PAD Size 

분석뿐만 아니라 Probe Card Holder의 변형에 

의한 문제도 분석해야 한다는 것을 확인할 수 

있었다. 특히 고온에서는 Probe Card Holder의 

중앙부가 아래로 쳐지기 때문에 Contact Mark가 

유지될 수 있지만 저온에서는 Probe Card 

Holder의 중앙부가 올라가서 Contact Mark가 

장시간 유지가 되지 않아 Wafer Data 획득에 

문제가 발생할 수 있음을 확인할 수 있었다. 

이 문제를 해결하기 위해서는 Probe Card 

자체적인 문제뿐만 아니라 Card Holder의 

변형에 대해서도 고려하여 온도에 대한 영향을 

작게 받는 소재인 Invar를 이용하여 장시간 

Test 진행 시 정밀도를 유지해야 한다. 
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